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【手続補正書】
【提出日】平成30年11月15日(2018.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）半導体基板と、第１材料から成り、かつ、前記半導体基板上に形成された絶縁層
と、前記第１材料とは異なる第２材料から成り、かつ、前記絶縁層上に形成された半導体
層と、前記第１材料から成り、かつ、前記半導体層上に形成された第１絶縁膜と、前記半
導体層および前記絶縁層を介して前記半導体基板に達する溝と、前記第１材料から成り、
かつ、前記溝内に埋め込まれた素子分離領域と、を有する基板を準備する工程と、
　（ｂ）前記（ａ）工程後、前記基板の第１領域における前記第１絶縁膜をエッチングに
より除去し、前記第１領域における前記半導体層を露出させ、前記基板の前記第１領域と
は異なる第２領域における前記第１絶縁膜を残す工程と、
　（ｃ）前記（ｂ）工程後、前記第１領域における前記半導体層をエッチングにより除去
し、前記第１領域における前記絶縁層を露出させる工程と、
　（ｄ）前記（ｃ）工程後、前記第１領域における前記絶縁層と前記第２領域における前
記第１絶縁膜とをエッチングし、前記第１領域における前記絶縁層の厚さと前記第２領域
における前記第１絶縁膜の厚さとを薄くする工程と、
　（ｅ）前記（ｄ）工程後、前記第２領域における前記半導体基板に不純物を注入し、前
記第２領域における前記半導体基板に第１半導体領域を形成する工程と、
　（ｆ）前記（ｅ）工程後、前記第１領域における前記絶縁層と前記第２領域における前
記第１絶縁膜とをエッチングにより除去し、前記第１領域における前記半導体基板と前記
第２領域における前記半導体層とを露出させる工程と、



(2) JP 2017-220494 A5 2018.12.27

　（ｇ）前記（ｆ）工程後、前記第１領域における前記半導体基板上に第１トランジスタ
を形成し、前記第２領域における前記半導体層上に第２トランジスタを形成する工程と、
　を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｃ）工程では、前記第１領域における前記半導体層は、第１エッチング液を用い
たウェットエッチングにより除去され、
　前記（ｄ）工程では、前記第１領域における前記絶縁層および前記第２領域における前
記第１絶縁膜は、前記第１エッチング液とは異なる第２エッチング液を用いたウェットエ
ッチングにより除去され、
　前記第１エッチング液を用いた場合の前記第１絶縁膜および前記絶縁層のエッチング速
度は、前記第１エッチング液を用いた場合の前記半導体層のエッチング速度よりも小さく
、
　前記第２エッチング液を用いた場合の前記第１絶縁膜および前記絶縁層のエッチング速
度は、前記第１エッチング液を用いた場合の前記第１絶縁膜および前記絶縁層のエッチン
グ速度よりも大きい、半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項２記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１材料は、酸化シリコンから成り、
　前記第２材料は、単結晶シリコンから成る、半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項３記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１エッチング液は、ＡＰＭ液であり、
　前記第２エッチング液は、フッ酸である、半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　請求項４記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｆ）工程では、前記第１領域における前記絶縁層と前記第２領域における前記第
１絶縁膜を、前記第２エッチング液と同種の第３エッチング液を用いたウェットエッチン
グにより除去する、半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｂ）工程では、前記第２領域における前記第１絶縁膜を覆い、かつ、前記第１領
域における前記第１絶縁膜を露出する第１マスク層をエッチングマスクとして用いて、前
記第１領域における前記半導体層が露出するように、前記第１領域における前記第１絶縁
膜をエッチングにより除去する、半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ａ）工程は、
　（ａ１）前記半導体基板と、前記半導体基板上に形成された前記絶縁層と、前記絶縁層
上に形成された前記半導体層と、前記半導体層上に形成された前記第１絶縁膜と、前記第
１絶縁膜上に形成された第２絶縁膜と、を有する前記基板を準備する工程と、
　（ａ２）前記（ａ１）工程後、前記第２絶縁膜、前記第１絶縁膜、前記半導体層および
前記絶縁層を介して前記半導体基板に達する前記溝を形成する工程と、
　（ａ３）前記（ａ２）工程後、前記第２絶縁膜上に第３絶縁膜を形成し、前記溝内を前
記第３絶縁膜で塞ぐ工程と、
　（ａ４）前記（ａ３）工程後、前記溝外の前記第３絶縁膜を除去し、前記第３絶縁膜か
らなる前記素子分離領域を前記溝内に形成する工程と、
　（ａ５）前記（ａ４）工程後、前記第２絶縁膜をエッチングにより除去する工程と、
　を有し、
　前記第２絶縁膜は、前記第１絶縁膜とは異なる材料からなる、半導体装置の製造方法。
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【請求項８】
　請求項７記載の半導体装置の製造方法において、
　前記絶縁層、前記第１絶縁膜および前記第３絶縁膜は、酸化シリコンから成り、
　前記第２絶縁膜は、窒化シリコンから成り、
　前記（ａ４）工程では、前記第３絶縁膜を研磨することにより、前記溝の外部の前記第
３絶縁膜を除去し、前記溝内に前記第３絶縁膜から成る前記素子分離領域を形成する、半
導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記第１半導体領域は、前記第２トランジスタのしきい値電圧を制御するために形成さ
れる、半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　請求項１記載の半導体装置の製造方法において、
　前記素子分離領域は、前記第１領域と前記第２領域との境界に配置されており、
　前記（ｅ）工程では、平面視において前記第２領域における前記半導体層に隣接する前
記素子分離領域の領域にも、前記不純物が注入される、半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０記載の半導体装置の製造方法において、
　前記（ｄ）工程後、かつ、前記（ｅ）工程前に、
　前記第１領域における前記絶縁層を覆い、かつ、前記第２領域における前記第１絶縁膜
を露出する第２マスク層を形成し、
　前記（ｅ）工程後、かつ、前記（ｆ）工程前に、前記第２マスク層を除去する、半導体
装置の製造方法。
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